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BJT - MJE521

-BJT datasheeti (veri sayfasi) 4 sayfadan olusmaktadir. Orijinal datasheet 6dev sonuna eklenmistir.

MOTOHOLA Order this document
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA by MJES21/D

-Datashette Ustte 6rneklenen kisim transistére sahip sirketin tanitimi (isim ve slogani) yer almaktadir.

MJES521

-Ustteki kisim datasheetin sahip oldugu bilgilerin MJE521 transistord icin gecerli oldugu belirtilmis.

%

CASE 77-08
TO-225AA TYPE

-Ustteki kisim transistdriin sekli hakkinda fikir beyan edilmesi icin resimli gérsel yerlestirilmistir.
Altinda verilen muhafaza ve tip bu transistoriin firma bakimindan verdigi paketleme bilgisidir.

4 AMPERE
POWER TRANSISTOR
NPN SILICON
40 VOLTS
40 WATTS

-Ustteki kisim transistorun genel olarak maksimum dayandigi degerleri belirtmistir. Ayrintili olarak
maksimum degerler kisminda tekrar deginilecektir.

Plastic Medium-Power NPN
Silicon Transistor

- Ustteki kisim transistoriin plastik korumali orta giiclii NPN silikon transisér oldugu belirtilmistir.



... designed for use in general-purpose amplifier and switching circuits. Recom-
mended for use in 5 to 10 Watt audio amplifiers utilizing complementary symmetry
circuitry.

« DC Current Gain — hgg = 40 (Min) @ Ic = 1.0 Adc

¢ Complementary to PNP MJE371

- Ustteki kisim transistoriin genel amach bir amplifikatér ve anahtarlama devreleri kullaniimak icin
dizayn edildigini, tavsiye edilen kullanim alaninida tamamlayici simetri devresi kullanarak 5 ila 10
Watt ses amplifikator olarak kullanilmasi olarak kisitladigini belirtilmistir. Hemen altinda dc akim
kazancini ve tamamlayici pnp transistoriin MJE371 oldugunu belirtmistir.

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Value Unit

Collector-Emitter Voltage VCEO 40 Vdc
Collector-Base Voitage Vce 40 Vdc
Emitter-Base Voltage VEB 40 Vde
Collector Curent — Continuous Ic 40 Adc

— Peak 8.0

Base Current — Continuous Is 20 Adc
Total Power Dissipation @ Tg = 25°C Pp 40 Watts
Derate above 25°C 0.32 Wi-C

Operating and Storage Junction Temperafure Range T3 Tstg -651t0 +150 o o

-Ustteki kisim baslica maksimum degerleri icermektedir. Degerleri sembol, deger ve birim cinsinden
belirtmistir. T¢ ile belirtilen kissim degerlerin aksi belirtiimedigi stirece degerlerin uygun sicakligin
25°C'de oldugu durumlarda gecerli oldugunu vurgulamaktadir.

THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic Symbol Max Unit
Thermal Resistance, Junction to Case 8)c 312 *CIw

-Ustteki kisim transistoriin 1si1 karakteristikleri ilgili bilgileri icermektedir. Bilgileri sembol, maksimum
deger ve birim cinsinden vermistir.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T = 25°C unless otherwise noted)

I Characteristic I Symbol Min I Max Unit
OFF CHARACTERISTICS
Collector-Emitter Sustaining Voltage (1) VCEO(sus) 40 == Vdc
(lc =100 mAde, I =0)
Collector—Base Cutoff Current IcBO — 100 pAdc
(Ve =30 Vdc, Ig =0)
Emitter-Base Cutoff Current lEBO . 100 pAdc

(VEg=4.0Vdc,Ic=0)
ON CHARACTERISTICS

DC Current Gain (1) hrg 40 = —
(Ic = 1.0 Adc, Vg = 1.0 Vdc)

(1) Pulse Test: Pulse Width = 300 ps, Duty Cycle = 2.0%

-Ustteki kisim transistériin elektrik karakteristikleriyle ilgili bilgileri icermektedir. Asagida sekillerle
ayrintili olarak incelemesi tekrar verilmektedir. T. ile belirtilen kisim degerlerin aksi belirtilmedigi
stirece degerlerin uygun sicakligin 25°C'de oldugu durumlarda gecerli oldugunu vurgulamaktadir.



-Alttaki kisimlar transistoriin elektrik karakteristikleriyle verdigi genel bilgilerin tipik &zellikleri ilgili
bilgileri paylasacagi kisimlardir ve asagida ayrintili olarak incelemeye devam edilmektedir.
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-Ustte yer alan soldaki grafik transistériin kolektériinden gecen akima karsi kolektér-emiter voltajinin
degeri belirtmektedir. T, ile belirtilen kisim sonuclarin uygun sicakligin 25°C oldugu durumlarda
gecerli oldugunu vurgulamaktadir. Sag tarafta ise durumun degiskenleri hakkinda ayrintili bilgi
verilmistir.
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-Ustteki grafiklerden soldaki transistériin ileri ydndeki akima karsi kolektérden gecen akimi gdstermis
ve belirli derecelerde degisen durumu belirtmistir, sagdaki ise volt ile kolektorden gecen akimi
gostermis ayrinti olarakta base-emiter ve kolektér-emiterdeki durumlarina gére degisimleri
belirtilmistir.
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Figure 4. Thermal Response

-Ustteki grafik anahtarlama yapilirken transistoriin sicaklik sonucu, verdigi yanitin gecikme siireleri
degerlendirilmistir.

PACKAGE DIMENSIONS
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CASE 77-08
TO-225AA TYPE
ISSUE V

-Ustteki “PAKETLEME OLCULERI” kismi transistoriin boyutu hakkinda bilgi vermektedir sol tarafta
transistoriin genel sekli ve sag tarafta sekilde belirtilen bélgelerin ing ve milimetre cinsinden
maksimum ve minumum boyut degerleri verilmektedir.
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-Son sayfada yer alan Ustteki kisimda ise transistore sahip markanin transistor tizerindeki haklarn ve
siparis, sikayet ve benzeri durumlar icin iletisim bilgileri yer almaktadir.



